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Tentamen i

ETI 146 Elektronik for E2

den 8 oktober 2016 kl 14.00-18.00

Larare: Bill Karlstrom mob 0708-176535.

OBS! Uppgifterna ar numrerade utan hansyn till svarighetsgrad. Las igenom hela tentan innan du
borjar 16sa nagon av uppgifterna.

Approximationer och forenklingar skall motiveras
Tentamen bestar av sex uppgifter som vardera ger maximalt 3 eller 4 poang. For godkand tentamen
fordras 9.5 poang. Betygsgranser: 9.5-13.5 p ger 3, 14-17 p ger 4, och 17,5-21 p ger 5.

Tillatna hjalpmedel: Tabellverken Beta B och CRC Standard Mathematical Tables samt bifogad
formelsamling. Godkénd raknare. Dessa ar: CASIO FX 82, TEXAS TI30, SHARP EL531.

OBS! Lagg din anonyma kod pa minnet. Pa pingpong publiceras, senast 24 okt,
pa de senaste tre hemsidorna, en lista med kod och resultat.

Lycka till!
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1.
a. Hur formerar man en elektrolytkondensator som finns inkopplad i en apparat och ej kan
urmonteras? 0.5p
b. Vad bor man tanka pa vid anvandning av metallfilmsmotstand vid hoga frekvenser och
massamotstand vid laga signalnivaer? 05p
5
c. OP:n i kretsen nedan har Gverforingsfunktionen H(s) = s Bestam max-forstarkning och
1+ —
25
ovre gransfrekvens for den motkopplade forstarkaren. Ry =1kQ2 Ry, =99kQ. 1p

d. Bestdm Rg sa att potentialerna i kretsen stimmer. For transistorn galler v =3V, k=4mAN ?.

1p
o 16V
o
12V
O
10V
—
Rs

e. Askédliggor med ett diagram vad som menas med offsetspanningen hos en

operationsforstarkare. 05p
f. En forstarkare har dverforingsfunktionen H(s)= 2

25 +16bs +10
For vilka varden pa b ar dess stegsvar 6versvangsfritt? 05p
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2. Bestdm spéanningen v nedan. OP:n &r ideal.
Ry =1kQ Ry, =R3 =2kQ Ry =1kQ R =3kQ

) _

0.1V ’ — v
RZ T

R5 J—

0,05V

3p

3. I vidstdende schema galler .
R =100kQ R,=220kQ Rs=2KkQ

E=16V Ip=4mA
FOr transistorn galler H k
k = 2mAN? Vi =1V. Inverkan av Cq
|
|

ovriga transistorparametrar férsummas.
Kondensatorerna far betraktas som

kortslutningar vid aktuella frekvenser. - [
u.
Bestam R, Ry och Jut " (—) H Rs
Uin

3p

4, Bestam Cq i oscillatorn nedan sa att spanningen v far sinusform.

Vid vilken frekvens svanger oscillatorn da?
OP:na far betraktas som ideala. R; =8,2kQ R, =1,5kQ C, =22nF

F—o

4p
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5. Schemat nedan visar ett enkelt ndtaggregat dér belastningsspanningen u, stabiliseras med en
zenerdiod.
Mellan vilka granser far u; ligga om stabiliseringen skall uppratthallas utan att zenerdiodens

forlusteffekt Pz max Overskrids?
R=60Q R =120 Ez; =20V Pypax =2W
Zenerdiodens karakteristik visas i diagrammet t.h. Dioden &r ideal.

N L T *
—o—l— J N R .
O | o = 2l |, ] U
N —— _ | _ .
+ U -
— P
|
3p

6. Figuren nedan visar AC-schemat for ett CS-steg. Berékna och rita upp det kompletta

Bodediagrammet (amplitud) for Yt
Uin

Angiv lutningar och nivaer. For transistorn galler: gm=40 mA/V, Cgs=30 pF, Cqa=4 pF. Inverkan

av ovriga transistorparametrar férsummas. Anvand Millerapproximationen.

Re=800 Q, Rp=4 kQ, R.=4 kQ och C=200 nF.

4p
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Formelsamling

Elektronik for E2 2016

Frekvens och tidsegenskaper

e Gransfrekvens "3 dB frekvens" H (a)

Ovre gransfrekvens: s eller fs
n st lika poler f, foror = f1-v2H " -1

n st olika poler ~1l [ St
6TOT fy fo

Undre gransfrekvens: oy eller fy
fi

/21/” _l

n st lika poler f; futoT =

e Tidsegenskaper

Stigtid: ~ Bestdms av Ovre grénsfrekvensen t, - f5 = 0.35

at -100%, dér
rToT Trot

Pulsfall: Bestdms av undre gransfrekvensen P =

= + ...+ o,

Aterkoppling

e Total forstarkning, dar T= slingforstarkning
F F

Ff = =
1+ BF  1-T

A

SZ+S-2ka)0+a)02

e 2:aordn. system ; k=1 for kritisk dampning
« Villkor for oscillation |T| =104 £T =0"eller | fF|=1d&  ZjF =180

Diod

P Is (evD/nVT —l)

e Diodekvationen o déar V1= KkT/q ~25 mV vid rumstemp.

h A _ omv/ec
AT

I :I [Q(Tszl)/lO
e Temperaturberoende 's: ~ s
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6
MQOS transistor
e Storsignalmodell, ic=0
. k 2 o
In=—(V.. =V, da v..>Vv..-V
Strommaéttnadsomradet P 2( es V) psmes
b = k[(ves Vt)VDS - VDs:| dd Vo <Vgs -V,

Triodomradet

e Smasignalmodell laga frekvenser
[ ]

d d

[0 0]

+ +
VQS gmvgs<\l'> ro Vds

o 5

S

gm:,/2k|ID|1 =V allo

e Smasignalmodell hoga frekvenser
[ ]

g Cu d
+° ] °+
\Y; 1 V
* Cgs__ gmvgs o o
S
— On
Cgs_a)_T- gd

e Millers teorem

k-1 Y
CMl :ng (1-k), CM2 =C .

22 dark=Ya
Wk v,

Bipolar transistor:
e Storsignal: ic=Peig, vee= Eo (npn), -Eo (pnp)
e m-schema: gma Ic|/ VT =40 el Ic!|, rz= Blgm, ro= Vallc
Effekt
T,-T,=P.-©, dar®

A

P edel = ru cosé@
2

ja_&r den termiska resistansen (°C/W).

For sinushalvperiod



